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Cartographie 2D des équipotentiels — Symétrie axiale
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v' Etude quantitative possible pour matériaux

complexes en mode détection de gradient
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IV-Conclusion et Perspectives
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Conclusions:

But: vérification par EFM possibilité de détection de linterphase pour
échantillons modeles d’un nanodiélectrique: particule + couche

EFM DC et AC — détection de gradient de force électrostatique:

v" Sensibilité a la présence de nanocouches d’alumine autour des nanoparticules de SiO,
(15nm) et PS (250nm)

v' Sensibilité a I'épaisseur des couches
v Bonne sensibilité allant de 20nm a 100nm de couches pour PS (250nm)
v’ Détection de la permittivité intrinséque de couche relativement a la particule

v’ Détection de I'interphase dans des conditions proches de cette
étude est envisageable avec EFM

Perspectives:

» Détection du shell pour particules enfouies dans une matrice > Modéle d’un
nanodiélectrique complet
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